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 我々は、ロール to ロール技術を適用したマイクロ波プ

ラズマ CVD 法によりグラフェンを短時間で大面積に低

温合成できる技術を開発し[1]、この技術を用いた産業応

用への展開を目指している。今後は、更なるグラフェン膜

の低抵抗化が求められており、電気伝導特性の支配的要

因となっているものを探索することは重要である。一方、プ

ラズマ CVD 法で得られた層数は、合成条件により 1 層か

ら 10 層程度まで幅を持たせることが可能である。そのた

め、得られたグラフェンの層数を測定することは必須であ

る。グラフェン 1 層で約 0.3 nm であることはよく知られて

いる。そのため、グラフェンの段差を測定することができれ

ば、層数を見積もることが可能となる。本研究では、グラフ

ェンの層数を簡易に測定するための試料作りを行った。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

・スピンコータ ・コンタクトマスクアライナ 
・ホットプレート ・プラズマアッシャー 
 
【実験方法】 
 SiO2/Si 基板（持ち込み試料）に対して、通常の半導体

プロセスを用いたパターニングを行った。具体的には、レ

ジスト(AZ5214）を基板上に塗布、スピンコートを行い、そ

の後コンタクトマスクアライナ装置を用いてレジストにパタ

ーニングを形成した。なお、スピンコートの条件は 3000 
rpm 30 秒である。次に酸素プラズマアッシングによりグ

ラフェンを除去し、最後にアセトン浸潤を行うことで試料を

作製した。 
 

 パターニングしたグラフェンの光学顕微鏡写真を示す

(Fig. 1)。グラフェンが綺麗にパターニングできている様子

が確認できる。グラフェンの幅は約 3 μm であった。今後

は、この試料に対して、原子間力顕微鏡(AFM)を用いて

段差測定を行っていく予定である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 
Fig. 1 Metal microscope image of patterned 
graphene. 
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